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1．背景と研究目的 

グラフェンは、厚さ 1原子層の炭素物質であり、究極的高キャリア移動度などの特徴から、次世代半

導体材料として期待されている。応用のためには、絶縁性基板上全面に単結晶グラフェンを形成する必

要があり、SiC熱分解法はそれが可能な唯一の手法である。しかしながら、SiC上グラフェンでは、界

面フォノン散乱によって、温度上昇に伴い移動度が低下する。これを解決するために、バッファー層を

急冷するという新規手法によるグラフェンを作製し、角度分解光電子分光測定を行うことでそのエネル

ギーバンド構造を明らかにする。 

 

2．実験内容 

4H-SiC 単結晶基板を、Arフロー雰囲気中 1600 ℃で加熱することで、バッファー層試料を作製した。

得られた試料を、石英管に真空封入し、900 ℃に加熱した状態から液体窒素中に投入することで、-196 ℃

への急冷を行った。急冷処理前後での角度分解光電子分光（ARPES）測定を行い、そのバンド構造を調

べた。 

 

3．結果および考察 

急冷処理前のバッファー層試料は、Fig. 1左に示すようにバンド分散を持たない。これは、バッファ

ー層が電気伝導には積極的に寄与しないことを示唆しており、実際バッファー層は絶縁体である。一方、

このバッファー層試料を 900 ℃から -196 ℃に急冷した試料では、Fig. 1右に示すように、明瞭な単一

の Dirac coneが観察される。これは、構造的にも電子状態的にも均一な単層グラフェンが形成されたこ

とを示している。また、電気伝導測定の結果から、温度上昇に伴う移動度の低下がほぼ完全に抑制され

たこともわかった。以上の結果から、急冷処理により界面フォノン散乱のない高品質な大面積単層グラ

フェンを作製できることが明らかになった。これらの成果は、Physical Review Letters 誌に掲載され(1)、

名古屋大学からプレスリリース(2)も行った。 

Fig. 1 急冷処理による変化の模式図と、急冷前後の ARPESスペクトル 
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